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い格子結合型表面プラズモン共鳴アシストの 2PE について報告する。 
【実験】UV ナノインプリント法を用いて Bull’s eye 構造(ピッチ 600 nm)のレプリカを作製した。
Rf-スパッタ法を用いてレプリカ上に金属薄膜を，Ti(~ 1 nm)，Ag(52.5 ± 13 nm)，Ti(~ 1 nm)，SiO2(~ 
20 nm)の順に成膜し，プラズモニックチップを作製した。表面修飾されたチップに CdSe 量子ド
ット(QD655)を固定し，落射あるいは透過蛍光顕微鏡で 1PE と 2PE を計測した。落射蛍光顕微鏡
では，光源は 2PE 用の Nd: YVO4レーザー(λ = 1064 nm)と 1PE 用の半導体レーザー(λ = 488 nm)
あるいはハロゲンランプを，対物レンズは 100 倍，発光計測にはフォトアヴァランシェ(レーザ
ー用)あるいは CMOS カメラ(ハロゲンランプ用)を使用した。透過蛍光顕微鏡では，光源は半導
体レーザー(λ = 945 nm, 垂直入射)を用い，対物レンズに 20 倍(NA: 0.45)あるいは 100 倍(NA: 0.95)
を，蛍光フィルタには QD655 フィルタ(発光波長: 648 – 663 nm)を使用した。 
【結果と考察】プラズモニックチップおよびガラス基板上に調製された QD655 凝集体は，1064 
nm の近赤外レーザーで励起し，これらはそれぞれ QD655 の発光強度を照射光強度に対してプ










を用いて 1 光子励起と 2 光子励起下のプラ
ズモニックチップ増強度(EF) の相対比を求






ックチップ増強度 EF(1PE)が 3.2 と評価でき
たので 2PE におけるプラズモニックチップ増強度 EF(2PE)の値は 6.4 と評価できた。 
 次に，プラズモン増強度をより効率よく利用するた
め，プラズモニックチップ上に固定された QD655 を 92 
Wcm-2 のより微弱な半導体ファイバーCW レーザーで裏
面照射した。ガラス基板上では観察できなかった発光が
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